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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 014 923.2-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden

Richters Dr. Stro3ner sowie der Richter Brandt, Metternich und Dr. Friedrich

beschlossen:



Die Beschwerde der Anmelderin wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die Anmeldung 10 2004 014 923 wurde am 26. Marz 2004 unter Inanspruch-
nahme der schwedischen Prioritat SE 0300924-8 vom 28. Marz 2003 in englischer
Sprache beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die beglaubigte
deutsche Ubersetzung mit der Bezeichnung ,Verfahren zum Bereitstellen einer
Dreifach-Wanne in einem epitaktisch basierten CMOS- oder BICMOS-Prozess* ist

am 24. Juni 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.

Die Prufungsstelle fir Klasse H 01 L hat auf den Stand der Technik gemaf den
Druckschriften

D1 US 4879584 A
D2 US 6281565 B1 und
D3 US 4529456 A

verwiesen und beméngelt, es sei unklar, was unter dem Begriff ,Dreifachwanne”
zu verstehen sei, so dass nicht erkennbar sei, was unter Schutz gestellt werden
solle. Auch die Unteranspriche enthielten unklare Angaben. Dartber hinaus ent-
halte der Anspruch 1, soweit verstandlich, nichts Neues gegenuber dem Stand der
Technik gemal3 der Druckschrift D1.

Die Anmelderin hat daraufhin einen neuen Anspruchssatz eingereicht und darge-
legt, ihrer Auffassung nach verstehe der Fachmann auf dem Gebiet der Halb-
leitertechnologie den Begriff ,,Dreifach-Wanne* ohne weiteres, so dass dieser kei-
ner ndheren Erlauterung bedurfe, und hat auerdem die Anberaumung einer An-

horung beantragt.



Mit Beschluss vom 11. Dezember 2008 hat die Prufungsstelle die Anmeldung zu-
rickgewiesen mit der Begrindung, der Begriff Dreifach-Wanne sei unklar und
auch aus der Beschreibung nicht verstandlich, da dieser Begriff in der Beschrei-
bung in widersprichlicher Weise verwendet werde. Bei dieser Sachlage sei auch
die beantragte Anhorung nicht sachdienlich, denn hinsichtlich der Aufklarung der

Widerspruchlichkeiten sei keine Kompromissfindung maglich.

Gegen den am 28. Januar 2009 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit
Schriftsatz vom 18. Februar 2009, eingegangen am selben Tag, fristgerecht Be-

schwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2010 begrindet.

Mit der Terminsladung hat der Senat noch auf die Druckschriften

D4 US 4912054 A

D5 US5677 209 A

D6 US 6388 295B1 und

D7 M. El-Diwany et al.: An Advanced BiCMOS Process Utilizing
Ultra-Thin Silicon Epitaxy Over Arsenic Buried Layers, in:
Electron Devices Meeting, 1989, IEDM 89, Technical Digest,
International, S. 245 - 248

und deren mdgliche Bedeutung bei einer Diskussion der Patentfahigkeit hingewie-

sen.
In der miindlichen Verhandlung stellte die Anmelderin den Antrag,
1. den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse HO01 L des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Dezem-
ber 2008 aufzuheben;



ein Patent mit der Bezeichnung ,Verfahren zum Bereitstellen
einer Dreifach-Wanne in einem epitaktisch basierten CMOS-
oder BICMOS-Prozess®, dem Anmeldetag 26. Marz 2004
und der auslandischen Prioritat 28. Marz 2003 - SE
0300924-8 auf der Grundlage folgender Unterlagen zu ertei-

len:

Patentanspriiche 1 - 7, eingegangen am 9. April 2013 als
Hauptantrag, sowie noch anzupassende Beschreibungssei-
ten1-7, eingegangen in deutscher Ubersetzung am
24. Juni 2004, und zwei Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 6,
ebenfalls eingegangen am 24. Juni 2004.

Der geltende Anspruch 1 nach diesem Antrag lautet:

111-

Verfahren zum Bereitstellen einer Dreifach-Wanne in einem
epitaktisch basierten CMOS- oder BiCMOS-Prozess, ge-
kennzeichnet durch

a. Bereitstellen eines p-dotierten Silizium-Substrats;

b. Herstellen einer ersten n-dotierten, vergrabenen Dotie-
rungszone durch einen ersten Implantierungsschritt,
welche von einer Oberflache des Silizium-Substrats be-
abstandet ist;

c. Herstellen einer zweiten, n-dotierten Dotierungszone
durch einen zweiten Implantierungsschritt, welche sich
ausgehend von der Oberflache des Silizium-Substrats
bis zu einem Randabschnitt der ersten Dotierungszone
erstreckt und derart geformt ist, dass ein zwischen der
ersten Dotierungszone und der Oberflache des Sili-
zium-Substrats liegender p-dotierter Inselbereich seit-

lich von der zweiten Dotierungszone umgeben wird;



d. Aufwachsen einer Silizium-Schicht durch epitaktisches
Wachstum auf der Oberflache des Silizium-Substrats
anschlielend an Schritte b. und c; und

e. Herstellen von einem oder mehreren NMOS-Bauele-
menten in der Silizium-Schicht oberhalb des In-

selbereichs.”

Hinsichtlich der Unteranspriche 2 bis 7 sowie hinsichtlich der weiteren Einzelhei-

ten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Be-
schwerde wird zurtiickgewiesen, denn dem geltenden Anspruch 1 ist nicht zu ent-

nehmen, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 PatG).

1. Ausweislich der geltenden Beschreibungsunterlagen betrifft die Anmeldung
ein Verfahren zum Bereitstellen einer Dreifach-Wanne (triple well) in einem epitak-
tisch basierten CMOS- oder BICMOS-Prozess. BICMOS steht dabei fur eine Kom-
bination von Bipolar- und CMOS-Prozesstechnologie, die die gemeinsame In-

tegration von Bipolar- und CMOS-Bauelementen auf einem Chip ermdglicht.

Um bei CMOS- bzw. BICMOS-Prozessen die beiden zueinander komplementéare
Transistortypen (NMOS- und PMOS-Transistoren) erzeugen zu kénnen, muss der
als Ausgangsmaterial verwendete einheitlich p- bzw. n-dotierte Silizium-Wafer be-
reichsweise umdotiert werden, so dass in einem n-Substrat p-dotierte Bereiche (in
denen dann die NMOS-Transistoren erzeugt werden) bzw. in einem p-Substrat
n-dotierte Bereiche (in denen dann PMOS-Transistoren erzeugt werden) gebildet
werden. Diese durch eine Implantation und eine Tiefdiffusion erzeugten Dotie-
rungsgebiete werden als ,Wannen“ (engl. ,well) bezeichnet.



In der anfanglich verwendeten sogenannten ,single well“-Technik wurde lediglich
ein einziger Wannentyp erzeugt, also entweder eine p- oder eine n-Wanne in das
jeweils entgegengesetzt hierzu dotierte Siliziumsubstrat eingebracht, so dass der
eine MOS-Transistortyp im Siliziumsubstrat und der hierzu komplementare MOS-
Transistortyp in der entsprechenden Wanne erzeugt wurde. Die Fortentwicklung
dieser Technologie fuhrte zur sogenannten Doppelwannen-Technologie (,double
well“ oder ,twin well®), bei der sowohl eine n- als auch eine p-Wanne in dem Wafer
erzeugt und die beiden komplementdren Transistortypen somit jeweils in
Wannengebieten hergestellt werden. Dies ermdglicht es, die Transistoreigen-
schaften sowohl fir die PMOS- als auch fur die NMOS-Transistoren unabhangig
voneinander durch die Wahl der Dotierungsniveaus fir die beiden Wannendo-

tierungen auf einfache Weise gezielt zu beeinflussen.

In Weiterentwicklung dieser Doppelwannen-Technologie wird bei der sogenannten
Dreifachwannen-Technologie (,triple well*) die eine der beiden Wannen (n&amlich
diejenige, deren Dotierungstyp mit dem der Substratdotierung tUbereinstimmt) in
einem dritten Wannengebiet angeordnet, dessen Dotierungstyp komplementar zu
dem der in ihr angeordneten Wanne und des Substrats ist. Der hierdurch erzeugte
pn-Ubergang zwischen dieser Wanne und dem Substrat ermdglicht eine verbes-
serte Isolation dieser Wanne gegentiber dem Substrat und der in diesem ange-
ordneten weiteren Wanne. Aul3erdem ermoglicht es diese Technik, das Potential
der in der dritten Wanne angeordneten Wanne unabhéngig vom Chippotential frei

zu wahlen, was fir viele Anwendungen sehr vorteilhaft ist.

Die Anmelderin erlautert diesen Vorteil der Dreifachwannen-Technik gegenlber
der Doppelwannen-Technik anhand eines Beispiels in der Beschreibungseinlei-
tung der vorliegenden Anmeldung. Werden bei der Doppelwannen-Technik
NMOS-Transistoren in einer p-Wanne in einem p-Substrat erzeugt, so liegen die
p-Wannen auf dem gesamten Chip auf einem einheitlichen Potential, so dass alle
NMOS-Transistoren auf dem Chip nur mit derselben Vorspannung (biasing) be-

trieben werden konnen. Die Dreifachfachwannen-Technik bietet demgegeniber



die Option, eine solche globale Vorspannung zu vermeiden und die Transistor-
Schwellspannung individuell einzustellen. Verfahren zum Bereitstellen einer sol-
chen Dreifach-Wanne sind bspw. in den Patentdokumenten US 6 388 295 B1 und
JP 11-026 601 A angegeben, vgl. in den geltenden Beschreibungsunterlagen S. 1,
Zeilen 6 bis 32.

Die Anmeldung bezieht sich ausweislich der Angaben in der Beschreibungsein-
leitung auf ein Verfahren zum Bereitstellen einer tiefen n-Wanne wie einer Drei-
fach-Wanne. Im Gegensatz zu einem konventionellen Prozessfluss, der eine tief in
das Silizium implantierte Phosphor-Dotierung aufweist, schlagt die Anmeldung die
Verwendung einer Arsen-Dotierung vor, die vor der Abscheidung einer epitakti-
schen Schicht tief in das Silizium implantiert wird, um seinen Einfluss auf die Tran-
sistor-Parameter zu minimieren. Das Verfahren ist dabei fur einen flachen Graben-
Isolations-Prozess vorgesehen und kann einem standardmaRigen CMOS-
/IBICMOS-Prozessfluss hinzugefiigt werden. Durch Verwendung dieses Konzepts
wird es mdoglich, eine Gruppe von NMOS-Transistoren in einer Insel von der
Umgebung zu isolieren, vgl. S. 1, le. Abs. bis S. 3, 1. Abs. der geltenden Be-

schreibungsunterlagen.

2. Der geltende Anspruch 1 lasst allerdings nicht erkennen, was als patentfahig
unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 PatG).

Als zustandiger Fachmann ist dabei ein in der Halbleiterindustrie tatiger, mit der
Prozel3entwicklung von CMOS- und/oder BICMOS-Prozessen betrauter berufser-

fahrener Diplom-Physiker mit Hochschulabschluss zu definieren.

Gemall dem Oberbegriff des Anspruchs 1 soll ein Verfahren zum Bereitstellen
einer Dreifach-Wanne in einem epitaktisch basierten CMOS- oder BICMOS-Pro-
zess angegeben werden, dessen Verfahrensschritte im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs angegeben werden. Dieser gibt die Lehre, zum Bereitstellen der Drei-

fach-Wanne entsprechend den Verfahrensschritten a) bis e)



- zwei Implantationsschritte zur Herstellung einer ersten n-dotierten vergrabe-
nen Dotierungszone und einer zweiten n-dotierten Dotierungszone eines
p-dotierten Silizium-Substrats derart auszufiihren, dass ein zwischen der
ersten Dotierungszone und der Oberflache des Silizium-Substrats liegender
p-dotierter Inselbereich seitlich von der zweiten Dotierungszone umgeben
wird,

- anschlieBend durch epitaktisches Aufwachsen eine Silizium-Schicht auf der
Oberflache des Substrats zu erzeugen und

- in der Siliziumschicht oberhalb des Inselbereichs NMOS-Bauelemente zu

erzeugen.

Dieser Anspruch ist in sich widersprichlich, denn die im kennzeichnenden Teil
angegebenen Verfahrensschritte dienen im Gegensatz zu der Angabe im Oberbe-
griff nicht zum Bereitstellen einer Dreifach-Wanne. Gemal der Lehre der Merk-
male a) bis c) werden die beiden Implantationsschritte n&dmlich so ausgefuhrt,
dass ein zwischen der ersten vergrabenen n-dotierten Dotierungszone und der
Oberflache des Silizium-Substrats liegender und seitlich von der zweiten
n-dotierten Dotierungszone umgebener p-dotierter Inselbereich geschaffen wird,
oberhalb dessen dann gemald der Lehre der Merkmale d) und e) in der Epitaxie-
Schicht NMOS-Bauelemente erzeugt werden. Eine derartige Struktur mit einem
Inselbereich und oberhalb von diesem angeordneten NMOS-Transistoren stellt

allerdings keine Dreifach-Wanne dar.

Angesichts dieses Widerspruchs im Anspruch lasst die im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 gegebene Lehre nicht erkennen, durch welche MalRnahmen eine
Dreifachwanne bereitgestellt wird, wie es der Oberbegriff angibt. Denn unter einer
Dreifachwanne (engl. ,triple-well*) versteht der Fachmann auf dem Gebiet der
CMOS-Prozesstechnik - wie einleitend bereits angegeben - eine Anordnung, bei
der eine n- Wanne und eine p-Wanne in einem Substrat angeordnet sind und die
eine der beiden Wannen von einem entgegengesetzt zu ihr dotierten Wannenge-

biet umgeben ist. Wie dargelegt, sind die im kennzeichnenden Teil des An-



spruchs 1 angegebenen MalRnahmen jedoch weder zur Schaffung einer solchen

Dotierungsstruktur in einem Silizium-Substrat vorgesehen noch dazu geeignet.

Dass auch die Anmelderin selbst vom oben genannten fachublichen Verstandnis
des Begriffs ,Dreifachwanne” ausgeht, zeigt sich anhand ihrer Darlegungen in der
Beschreibungseinleitung der vorliegenden Anmeldung. Denn dort hat sie im Hin-
blick auf die bekannte Verwendung einer Dreifach-Wanne und ein Verfahren zum
Bereitstellen einer Dreifach-Wanne auf den Stand der Technik gemald den Druck-
schriften US 6 388 295 B1 und JP 11-026 601 A verwiesen, die beide CMOS-An-
ordnungen offenbaren, bei denen zwei komplementare Wannen-Dotierungsge-
biete in einem Silizium-Substrat angeordnet und das ubereinstimmend mit der
Substratdotierung dotierte Wannengebiet von einem komplementar zu ihm dotier-
ten Wannengebiet umgeben ist, vgl. in der US 6 388 295 B1 die Fig. 1 und 50 und
die zugehdrige Beschreibung und in der JP 11-026 601 A die Figuren 1 bis 4 und

den Text des englischsprachigen Abstracts.

Angesichts dieser Widerspriiche lasst der Anspruch nicht erkennen, was tatsach-
lich unter Schutz gestellt werden soll, so dass die Voraussetzungen, die § 34

Abs. 3 PatG an eine Patentanmeldung stellt, nicht erfillt sind.

3. Der vorangehend aufgezeigte Widerspruch hinsichtlich der Lehre zur Herstel-
lung einer Dreifach-Wanne spiegelt sich auch in den Beschreibungsunterlagen
wieder, so dass der genannte Mangel auch durch Ruckgriff auf die urspriingliche
Beschreibung nicht behoben werden kann.

Wie vorangehend bereits dargelegt, wird dem Fachmann in der Beschreibungs-
einleitung mitgeteilt, dass sich die Anmeldung auf ein Verfahren zum Bereitstellen
einer Dreifach-Wanne (triple well) in einem epitaktisch basierten CMOS-oder
BiCMOS-Prozess bezieht. Die Verwendung einer Dreifach-Wanne und ein Verfah-
ren zum Bereitstellen ist - so die urspriinglichen Unterlagen weiter - aus dem
Stand der Technik gemald der US 6 388 295 und JP 11-026 601 bekannt. In der



Anmeldung gehe es um ein neues Verfahren zum Bereitstellen ,einer tiefen
N-Wanne/n-Wanne wie einer Dreifach-Wanne®, vgl. insoweit S. 1, Zeile 6 bis S. 2,

Zeile 1 der unverandert geltenden urspriinglichen Beschreibungsunterlagen.

Angesichts dieser Informationen in der Beschreibungseinleitung geht der Fach-
mann bei der Lektlre der weiteren Beschreibungsunterlagen davon aus, dass die
Anmeldung sich auf ein neues Verfahren zur Herstellung der ihm bekannten und
in dem von der Anmelderin genannten Stand der Technik offenbarten tblichen
Dreifach-Wannenanordnung bezieht, bei der eine p- und eine n-Wanne sowie eine
die eine der beiden Wannen umgebende dritte Wanne im Substrat hergestellt

werden.

Bei der Lektlre der weiteren Beschreibungsunterlagen stellt der Fachmann jedoch
fest, dass der Begriff ,,Dreifach-Wanne* bei der Erlauterung des von der Anmelde-
rin offenbarten Verfahrens zur Bereitstellung einer Dreifach-Wanne durchgéngig
lediglich im Zusammenhang mit einer (einzigen) Tief-Implantation von Arsen in
das Silizium-Substrat verwendet wird, die als ,Dreifach-Wannen-Implantation“ be-
zeichnet wird, mit der eine im Substrat vergrabene ,Dreifach-Wannen-Region*
hergestellt wird, die in den Figuren 2 bis 6 mit dem Bezugszeichen ,3“ benannt ist.
In gleicher Weise entnimmt der Fachmann auch den weiteren Angaben, in denen
es um die Abstimmung der Parameter weiterer Prozess-Schritte zur Herstellung
von Isolationsgraben sowie der Parameter weiterer Implantationsschritte auf die
Tiefe dieser ,Dreifach-Wanne* geht, dass mit dem Begriff ,Dreifach-Wanne* hier
ein durch die Tief-Implantation von Arsen erzeugtes Dotiergebiet bezeichnet wird
(Der konventionelle Prozessfluss unter Verwendung einer Dreifach-Wanne weist
eine implantierte Phosphor-Dotierung tief in das Silizium auf, die durch Ver-
wendung einer Hochenergie-Implantation hergestellt wird. Die vorliegende Erfin-
dung schlagt stattdessen die Verwendung einer Arsen-Dotierung vor, die vor der
Abscheidung der epitaktischen Schicht implantiert wird. [...] Die Tiefe einer nach-
folgenden p-Wannen-Implantation nach einer epitaktischen Abscheidung des

NMOS-Transistors bestimmt die Tiefe der Dreifach-Wannen-Implantation. Das



Verfahren wird bevorzugt fur einen flachen Graben-lsolations-Prozess (STI,
shallow trench isolation) vorgesehen. Die Tiefe des STI darf diese Arsen-implan-
tierte Dreifach-Wanne nicht erreichen. Dies bedeutet, dass eine zuséatzliche
N-Typ-Dotierung eingefuhrt werden muss, um den Pfad unterhalb des STI abzu-
schneiden. Dies kann durch Verwendung einer zusatzlichen N-Implantation in
Reihenfolge mit der Dreifach-Wannen-Implantation vor der/einer epitaktischen Ab-
scheidung durchgefiihrt werden /' S. 2, Zeilen 1 bis 21 // Fig. 2 ist eine Schnittan-
sicht des p-Typ-Substrats mit einer implantierten Dreifach-Wanne entsprechend
der Erfindung. Fig. 3 ist eine Schnittansicht des p-Typ-Substrats mit der implan-
tierten Dreifach-Wanne entsprechend der Erfindung, wobei eine Implantation des
n-Typ-Dotierstoffs gezeigt ist / S. 3, Zeilen 32 bis 37 // Auf diesem Startmaterial
folgt eine Sequenz von drei Implantationen vor einer epitaktischen Abscheidung.
Eine erste Maske 2 wird eingesetzt, um eine Dreifach-Wanne 3 in bevorzugten
Gebieten bereitzustellen. [...] Unter der Verwendung dieses strukturierten Re-
sists 2 als eine Maske folgt eine lonen-Implantation von Arsen. Diese Implantation
[...] dringt tief in das Substrat ein. In der Fig. 2 ist der Schritt dieser Implantation
und die bereitgestellte Dreifach-Wannen-Region 3 gezeigt/ S. 4, Zeile 34 bis S. 5,
Zeile 8 // Diese Implantation muss auf solche Weise durchgefuihrt werden, dass
kein p-Typ unterhalb eines STI 12a in implantierten Gebieten zuriickbleibt. Sie
muss ebenso mit der Dreifach-Wanne verbunden sein, um sicherzustellen, dass
keine p-Typ-Region diese Implantation von der Dreifach-Wanne separiert / S. 5,
Zeilen 13 bis 18 // Die Dosis und die Energie von dieser Implantation wird so ge-
wahlt, dass sie die Dreifach-Wanne erreicht / S. 5, Zeilen 24 und 25 / Das STI
sollte die Dreifach-Wanne nicht erreichen / S. 6, Zeilen 18 und 19 // Die Dreifach-
Wanne muss tief genug sein, damit sie keinerlei grél3eren Einfluss auf das Ver-
halten des Transistors hat / S. 6, Zeilen 23 bis 25 jeweils i. V. m. Fig. 2 bis 6, die
eine Dreifach-Wanne in der Tiefe des Substrats zeigen).



In Ubereinstimmung mit diesen Informationen gibt auch der urspriingliche An-
spruchssatz die Lehre, die Dreifach-Wanne in einem epitaktisch basierten CMOS-
oder BiCMOS-Prozess durch Implantieren der Dreifach-Wanne vor der epitakti-
schen Abscheidung bereitzustellen, wobei beim Implantieren der Dreifach-Wanne
Arsen zu verwenden ist (Anspruch 1: Verfahren zum Bereitstellen einer Dreifach-
Wanne in einem epitaktisch basierten CMOS- oder BiCMOS-Prozess, gekenn-
zeichnet durch Implantieren der Dreifach-Wanne vor der epitaktischen Abschei-
dung // Anspruch 2: Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Verwen-
den von Arsen beim Implantieren der Dreifach-Wanne, wobei eine langsame

Diffusion auftritt.).

Diese Anweisungen zum Bereitstellen einer ,Dreifach-Wanne® sind jedoch mit
dem fachublichen Verstandnis des Begriffs ,Dreifach-Wanne®, auf den sich die
Anmelderin in der Einleitung der Anmeldung bezieht, nicht vereinbar, denn mit
einer einzigen Tiefimplantation kann keine Dreifachwannen-Anordnung mit drei
Dotierungsgebieten erzeugt werden. Angesichts dieser Widerspriiche kann der
Fachmann auch den urspriinglichen Beschreibungsunterlagen nicht entnehmen,
wie mit den anmeldungsgemafen Mal3Bhahmen eine Dreifach-Wanne bereitgestellt

wird.

4. Die Anmelderin hat in der mindlichen Verhandlung geltend gemacht, der
Fachmann erkenne aus dem Gesamtzusammenhang der urspriinglichen Unterla-
gen, dass das in der Anmeldung als ,Dreifach-Wannen-Region 3" bezeichnete
Gebiet lediglich einen Bestandteil einer Dreifach-Wannen-Anordnung bilde, wobei
das n-dotierte Gebiet ,3“ als vergrabener Bodenbereich ,3“ zusammen mit dem
an den Seiten dieses Bodenbereichs erzeugten weiteren n-dotierten Gebiet ,6“ ein
p-dotiertes Inselgebiet aus dem Substrat abtrenne und diese Anordnung zusam-
men mit weiteren Dotiergebieten eine Dreifach-Wannen-Anordnung gemal dem

fachiblichen Verstandnis bilde.



Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, denn zum Offenbarungsgehalt einer
Anmeldung zéahlt in jedem Fall nur das, was unmittelbar und eindeutig offenbart
ist, nicht jedoch eine weitere Erkenntnis, zu der der Fachmann erst aufgrund sei-
nes allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre ge-
langen kann, vgl. BGH GRUR 2010, 910, Leitsatz - ,Falschungssicheres Doku-
ment”. Insofern konnten auch diese Darlegungen der Anmelderin den Senat nicht

zu einer anderen Beurteilung veranlassen.

5. Die Unteranspriiche 2 bis 7 sind Gegenstand desselben Antrags auf
Patenterteilung und fallen somit mit dem Anspruch 1, vgl. BGH GRUR 2007, 862,
Leitsatz - ,Informationstbermittlungsverfahren 11

6. Angesichts der vorangehend erlauterten Sachlage war die Beschwerde der
Anmelderin zuriickzuweisen.

Dr. StroRner Brandt Metternich Dr. Friedrich

Cl



